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【序】近年，ナノサイズの情報記録素子として単分子磁石が注目を集めている．バルク磁
石のヒステリシスとは異なり，単分子由来のヒステリシスは個々の分子の持つ磁化の緩和
が遅くなることに原因がある．磁化が交流磁場に追随できなくなることから，これを交流磁
化率の位相遅れ成分として検出できる．緩和のエネルギー障壁がΔ=|D|Sz2(Dは軸性零
磁場分裂パラメー タ)として表されるゆえ，単分子磁石の機能発現のためには，高いスピン
多重度を持つこと，磁気異方性が強いことが必要条件とされている．希土類イオンはDもS
も大きいので，単分子磁石の開発には好都合である． 
【結果と考察】 
単分子磁石としてはフタロシアニン(Pc)のTb,Dy,Ho
錯体が報告されている．本研究ではPc錯体と類似の構
造をもつポルフィリン錯体，DOTA錯体について測定を
行った(fig.1)． 
 
 
 
 
 
 
 
fig.1.左からフタロシアニン，ポルフィリン，DOTA，3Py-Cyclen-Tb(OTf)3 
オクタエチルポルフィリン錯体をTbとDyを用いて合成し，磁気測定を行った．交流磁化
率(f=10-10000Hz)の遅れ成分のピークはPc錯体よりも低温(16-26K)に現れた．Pc錯体と
同様にDyと比較してTbの方が単分子磁石としての性能がよかった．同様の骨格を持つ
3Py-Cyclen-Tb(OTf)3＊１について測定したが，磁化の遅れは小さく交流磁化率にピーク
は無かった． 
分子間距離が近いとスピンスピン緩和を起こし磁化の緩和を早める可能性がある．凍
結溶液で測定することによって分子同士を離し単分子磁石として振る舞いを見せるかどう
か測定を行った．卒業研究時に合成したアルキル修飾Pc錯体(R=SC8H17)は溶解性がよ
く，NMR管を用いてクロロホルム凍結溶液で測定することができた．これについては粉末と
凍結溶液で大きな変化は無かった．DOTA-Tbのメタノー ル凍結溶液測定はESR用石英
管を使って行った．遅れ成分の強度は粉末と比較すると10倍程度大きく，希釈による効
果が現れていると考えられる． 
また，スタイキャストの中にアルキル修飾PcのTb錯体(R=SC8H17)を分散させ，磁場中で
配向させながら固めることでχTや磁化曲線に微結晶由来の異方性を示す試料の作成
に成功した．同錯体をクロロホルムに溶かしスタイキャストに混ぜることで溶液とし，磁場中
で配向させながら固めることで単分子由来の異方性を示す試料の作成にも成功した． 
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